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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/16/A/203, “Daudzslanu silicija

nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem slaniem” paveikto laika posma
26.08.2017.-31.10.2017.

Parskata perioda tika veikti sekojoSie pétijumi:

1.

Tika izgatavota pamatnu paraugu grupa ar struktiiru "Si plaksne-SiO; slanis-PolySi dopéts
ar fosforu” (1.att€ls) N un N...N nanoslanu uzklasanai turpmakiem pétijumiem.
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Si plaksne

1. att€ls. Pamatnes slanu shematiskais att€lojums

Tika pielagota atomspeku mikroskopijas (AFM) metode N un N..N nanoslanu
morfologijas pétijumiem.

Paraugiem ar N un N...N slaniem tika veikta virsmas elektronu emisijas aktivo centru
priekSizpéte, izmantojot fotoelektronu emisijas (FE) un termoelektronu emisijas (TE)
metodes.

Veikti priecksmeginajumi N un N...N nanoslanu apstaro$anai ar paatrinatiem elektroniem
(5 MeV) ar dozam 100, 200 un 300 kGy.

4.1. Izmantojot sken€josas elektronu mikroskopijas (SEM) metodi, analizéta virsmas
morfologija un graudu izméri N un N...N nanoslaniem atkariba no paraugu
apstaroSanas.

4.2. Veikta apstarotu N un N...N nanoslanu pirms- un p&capstarosanas izpéte ar Furjé
transformaciju infrasarkano spektrometriju pavajinatas pilnigas atstaroSanas
rezima (FT-IR ATR)

Par projekta rezultatiem tika zinots 3 starptautiskas konferences:

1.

Avotina, L., Zarins, R., Pajuste, E., Romanova, M., Bitenieks, J., Zicans, J., Zaslavskis,
A., Dehtjars, J., Kizane, G. Influence of ionizing radiation on the SisN4 coatings on Si
substrate. 19th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies
2017", 27-31 August, 2017, Palanga, Lithuania.

Konferences laika tika apspriesta joniz&josa starojuma iespgjama ietekme uz N un N...N
nanoslanu uz Si pamatnes kimiskajam saitém un elektriskajam ipasibam atkariba no
jonizgjosa starojuma dozas un starojuma veida.

Romanova, M., Avotina, L., Zarins, R., Zarins, A., Bitenieks, J., Vilimans, A., Zaslavskis,
A., Kizane, G., Dehtjars, J. Electrical properties of single layer and multilayer SizNa4



dielectric on Si substrate. 3rd International Conference “Innovative Materials, Structures
and Technologies” (IMST2017), 27-29 September, 2017, Riga, Latvia.

Konferences laika tika apspriestas N un N...N nanoslanu virsmas morfologijas Tpasibas un
elektronu emisijas aktivie centri atkariba no N nanoslanu daudzuma.

3. Romanova, M., Dekhtyar, Yu., Vilimans, A., Zaslavskis, A., Kizane, G. Study of
electrical defects in SisN4 dielectric layer. Riga Technical University 58th International
Scientific Conference, October 13, 2017, Riga, Latvia.

Konferences laika tika apspriesta iesp&ja pétit N un N...N nanoslanu elektronu emisijas
centrus ar fotoelektronu emisijas un termostimulétas eksoelektronu emisijas metodém.

Par projekta istenosanu un rezultatiem tika stastits studiju kursa studentiem:

RTU magistra profesionalas studiju programmas “Medicinas inZenierija un fizika” studiju
kurss MMK216 “Misdienu fizika inzenierzinatng”. Lekcijas téma — “Nanofilmas
elektronikai: ar izme@ru saistitas paSibas”, tika stastits par daudzslanu N...N dielektrika
pielietosanu nanokondensatoros, ta priekSrocibam salidzinot ar vienslana N dielektriki.

Citi projekta popularizésanas pasakumi:

Projekts tika prezentéts Eiropas Iimena pasakuma “Zinatnieku nakts 2017 2017. gada
29. septembr, kas notika LU Dabaszinatnu Akadémiskais Centra, Riga. Zinatnieku nakts
temats bija “Iepazisti inovacijas”, un pasakuma laika visiem ieinteres€tiem bija iesp&jams
iepazities ar projekta informativo plakatu un uzzinat par mikroshému uz silicija pamatném
izgatavosanas procesu (2.att€ls).
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2. attels. Materiali monstréjumam “Ka top mikroshémas?” pasakuma Zinatnieku nakts 2017
ietvaros

Publicets: 24.11.2017.



